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Abstract

As the size of the device decreases on the nanoscale, the heat generated influences the
efficiency of the device. In this work, we studied the heat transfer within a metal oxide
semiconductor field effect transistor (MOSFET) based on silicon (Si) and silicon
carbide (SiC) with the effect of the specularity parameter (p) which influences the
thermal conductivity of the device using the lattice Boltzmann method (LBM). The
results showed that the device based on silicon carbide has less heat than the device
based on silicon, and increasing the specularity coefficient has a positive effect on
reducing the temperature of electronic devices.

Keywords : MOSFET; Heat transfer;Lattice Boltzmann method;silicon; silicon carbide.
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Résumé :

A mesure que la taille du dispositif diminue a 1’échelle nanométrique, la chaleur
générée affecte ’efficacité du dispositif. Dans cette travail, nous avons étudié le
transfert de chaleur au sein d'un transistor a effet de champ a semi-conducteur a oxyde
métalligue (MOSFET ) a base de silicium (Si) et de carbure de silicium (SiC) avec
I'effet du coefficient de réflectivité (p), qui affecte la conductivité thermique de
I'appareil. Cela se fait en utilisant la méthode de Boltzmann sur réseau. Les résultats
ont montré que le dispositif a base de carbure de silicium est moins chaud que le
dispositif a base de silicium et que l'augmentation du coefficient de réflectivité a un
effet positif sur la réduction de la température des appareils électroniques.

Mots clés : MOSFET ; Transfert de chaleur ; Méthode de Boltzmann sur réseau ;
silicone ; Carbure de silicium
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Read the input parameters of the problem.
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parameters of the problem

Streaming
Scatter phonon distribution functions to the
adjacent lattices

Boundary Conditions
Apply boundary conditions

/ Calculation

Calculate the macroscopic variables

Result
Write the result in the output files
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